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décrire un exemple de réalisation d'un élément de ., ou pulvérisation cathodique sous vide. L'épaisseur
commande non linéaire. ! de cette couche métallique 2 doit étre de quelques
_ Un tel élément de commande comporte une cou- 50  centaines d'Angstroem d'épaisseur. On obtient ain-
che d’'un matériau conducteur 8 déposée sur une si une structure telle que représentée en figure 2.
face plane d'une lame de substrat 1. Au cours d'une deuxiéme phase, on dépose une
Sur cette couche 8 est déposé un élément de premiére couche 3 de silicium amorphe non dopée.
structure mésa et constitué successivement de Ce dépot se fait de préférence par dépdt assisté
cing couches différentes:.. 55 par plasma (Glow-discharge en terminologie anglo-
- une premiére couche d'ufmatériau métallique 2, saxonne) & une température d'environ 250 degrés
tel que du molybdéne (Mo) ; Celsius. On peut également procéder par épitaxie
- une premidre couche d'un matériau semi-conduc- ‘en phase vapeur (CVD ou Chemical Vapor Deposi-
teur amorphe non dopé 3, tel que du silicium amor- tion) & environ 600 degrés Celsius, ou encore par
phe non dopé, noté aSi(i) sur la figure 1 ; 60 épitaxie en phase vapeur & pression réduite
- une couche d'un matériau seml-conducteur amor- (LPCVD ou Low Pressure Chemical Vapor Deposi-
phe dopé 4, tel que du silicium dopé n* ; tion) & environ 550 degrés Celsius. L'épaisseur de
- une deuxidme couche d’'un matériau seml-oonduc la couche 2 réalisée doit étre comprise entre 200 et
teur amorphe non dopé 5 de méme type que celui de 600 nm. Dans le cas de dépbt par épitaxie (CVD ou

la premidre couche 3 ; 65 LPCVD), il conviendra de prévoir une post-hydro-
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re. L.a résine non insolée est dissoute aprés déve- Selon ce procéddé on dépose, sur une plaque de
loppement. L'ensemble de la piéce de la figure 5 est . 55  substrat 1, une couche de matériau conducteur 8 tel
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Pour obtenir ce résultat on peut également, avant On découpe ensuite dans ces deux couches au

d'enlever la résine de protection prévue dans la moins une électrode 14 (figure 9).
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basse température (150°C environ), une couche matériau métallique 6. On découpe ensuite, dans

d'isolant te! que SiO2 ou SigNs. On procéde ensuite 65  ces quatre couches déposées, une colonne 13 che-
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tes précédemment. Cette variante de procédé de 55 h) un huitiéme phase de dép6t, sur P'ensemble
réalisation n'utilise elle aussi que deux opérations substrat (1) et colonne (13), d'une couche d’un ma-
. de masquage seulement, celle permettant d'obtenir tériau conducteur (8);
Pélectrode 14 et celle permettant d'obtenir la colon- i) une neuviéme phase de découpage d'au moins
ne 13. une électrode de commande (14) connectée a la
Les variantes du procédé selon linvention décri- 60 deuxidme couche de matériau métallique (6), dans
tes précédemment permettent de réaliser collective- la couche de matériau conducteur (8).
ment sur grande surface des électrodes 13 et des 2. Procédé de fabrication d'un élément de com-
colonnes 14. lis permettent, comme cela est repré- mande non linéaire pour écran de visualisation dis-
senté en figure 15, de dupliquer une électrode 14, posé sur une face plane d'un substrat comportant -

par une électrode 14x couplée  la méme colonne 13. 65 les phases successives suivantes:
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ne 13. une électrode de commande (14) connectée a la
Les variantes du procédé selon linvention décri- 60 deuxiéme couche de matériau métallique (6), dans

tes précédemment permettent de réaliser collective- la couche de matériau conducteur (8).
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doped siglHat®s 5 bmﬂlﬁﬁ Sdinfrah bol 3) is h) eine achte Phase des Ausstanzens einer Steu-
such that a column is coupled with several control . ersiule (13) in den im Verlauf der vorangehenden
electrodes (14). Phasen c) bis g) abgelagerten Schichten (2 bis 6),
7. The method of manufacture as claimed in any ohne die Steuerelektrode anzugreifen und der-
one of the preceding claims 1 through 6, character- art, daB sich ein Teil der Saule (13) mit der
: ized in that the phase of cutting a control column (13) 45 Steuerelektrode (14) in Kontakt befindet. :
\ is such that a control column is coupled at several 3. Verfahren gem&B Anspruch 2, dadurch ge-
points with each control electrode (14). : kennzeichnet, daB die dritte Phase des Ausstan-
zens vor der zweiten Phase des Niederschlags ei-
Patentanspriiche ner ersten Schicht aus metallischen Material (2)
50  ausgefiihrt wird.

1. Verfahren zur Herstellung eines auf einer ebe- 4. Verfahren zur Herstellung eines auf einer
nen Seite eines Substrats angeordneten, nichtlinea- ebenen Seite eines Substrats angeordneten nicht-
ren Steuerelementes fir einen Bildschirm mit den linearen Steuerelementes fir einen Bildschirm, mit
folgenden aufeinanderfolgenden Phasen: den folgenden, auf dem Substrat (1) ausgefihrien,

a) eine erste Phase des Niederschlags einer er- 55 aufemanderfolgenden Phasen:

sten Schicht aus metallischem Material (2); a) eine erste Phase des Niederschlags einer

b) eine zweite Phase des Niederschiags einer er- Schicht aus leitendem Material (8);

sten Schicht aus einem amorphen, nichtdotierten b) eine zweite Phase des Niederschlags einer er-

Halbleitermaterial (3); . sten Schicht aus metallischem Material (2);

c) eine dritte Phase des Niederschlags einer 60 c) eine dritte Phase des Niederschlags einer er-

Schicht eines -amorphen, detierten Halbleiterma- sten Schicht aus amorphem, nichtdotiertem Halb-

terials (4); leitermaterial (3); -

d) eine vierte Phase des Niederschlags einer d) eine vierte Phase des Niederschiags einer

Zweiten Schicht eines amorphen, nichtdotierten Schicht aus amorphem, dotiertem Halbleitermate-

Halbleitermaterials (5); 65 rial (4);
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13 e) a fifth phase of deposition of a |layer of'an‘anorphous doped sem -
copducting material (4); f). a sixth phase of deposition of a second [|ayer]
of an anor phous non- doped sem conduct ﬁ%ﬁr aI (5) g) a seventh phase
of deposition of a second® | ayer of a neta material (6); h) an eighth,
phase of cutting, in the said layers (2 to 6) deposited in the course of
phases a control coI um1 (13) without attack- ing the

contr ol @?E’;zmg ?ﬁm Fg@.ee Jhat a portion of the said colum
(13) is |n 2B atéal ( CORtTO ect r ode (14). 3. Met hod accordi ng

to. Cl ai m 2, fcéios saches Phael dbs Avdstabzetsheerighi r d phase of cutting is perforned

before the ﬁ'de" °l9f°dﬂé1pb§‘| depyer¥ aSfirst |ayer of netallic material
(2). 4. $igrlg\YbSseftdn- @ nonlinear control elenent for a

di s- play Scwaa@rue maep4)pl ane face of a substrate conprising the
fol | ow i ng M anecachte flpgsdeirenit on t he substrate (1): a) a first
phase of depf)d'% Fm;?:,‘,h Wg&?ﬂ 219%639 ducf ve material (8); b) a second

phase of depi&se ScHichy &6 |-a netallic material (2); c) athird
phase of dep amlMxtendfund uﬁ |derstmIV wepig- an anor phous non- doped

seni conduct ﬂgg%m’a&&?gﬁﬁ Fipae S:L@gﬁggﬁ se of deposition of a layer of

an anor phou ,,3,( erial (4); e) a fifth phase of

deposi tion ca‘ ‘\ibrishesnond Hi ungoémeansmmlephous non- doped sem conducting |

mat erlal ( 9"33 din "r'hng, inall the layers deposited as

above éﬁ@&‘*"&& h? meéﬂf am4) 30 §) a seventh phase of
idévatl OMaﬁflaltZ its of the control electrode (14); h) an eighth phase

posi t| cﬁnVe'Fahe?ngec gemaBfeingmpder al | ic material (6); i) a ninth
phase of ¢ i"ﬂ% wﬁ ﬂﬂuss%(ﬂgrﬁ ‘;_n t he second | ayer of 14
metal |i c nmesuly t8lvord > ddB biRd S@deSm met- hegscontrol el ectrode (14) deposit-

ed in the U@br:aheroostemeldkwsnﬁ he!@wltby to d) without attacking the | ayer of
conducti ve 91 m ur;: 9°"r'mz geef F the manufacture of a control

el ement ac% egﬂb?%mﬁ )e,w, zed in that the ninth phase of
cutting a aérrArrruﬁJdaeolnulsm(rﬁal)a adeiaarwatzarmttanck the first layer of nmetallic
material (¥ P""Uen mit jaderHepetlektiogm (1f)agekarr ¢ according to any one of Clains 1,

2, 3, 4 or P¥'S%characterized in that the phase of cutting a control columm
(13) is such that a colum is coupled with several control electrodes (14).
7. Met hod of manufacture according to an$ one of Clains 1 to 6,

characterized in that the phase of cutting a control colum (13) is such
that a control colum is coupled at several points to each control .

el ectrode (14).
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